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α-Al2O3基板上にミスト CVD成長させた α-Ga2O3薄膜の表面緩和構造 

Surface relaxation structure of α-Ga2O3 films grown on α-Al2O3 substrates by mist CVD 
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[はじめに] α-Ga2O3は、大きなバンドギャップを持つことから GaN や SiC

よりも高耐圧かつ低損失な次世代パワーデバイス材料として期待されてお

り、最近ミスト CVD 法により低コストで高品質な薄膜が成長可能であるこ

とが発見された材料である[1]。コランダム結晶であるのでミスト CVD 法に

よって他のコランダム結晶との混晶を容易に作製できるという特徴がある。

例えば、α-Fe2O3 との混晶系においてバンドギャップの制御や磁性の発現が

可能という報告[2]もあり、新機能創生が期待できるので注目を集めている。

パワーデバイス応用では、その特性に影響を与える電極等他物質との接触界

面構造の理解が重要であるが、その基礎となる α-Ga2O3の表面構造はほとん

ど研究されていなかった。そこで我々は同軸型直衝突イオン散乱分光

（CAICISS）法を用いて α-Ga2O3の表面構造を解析した。既にサファイア上

の(0001)薄膜の最表面層の原子種については報告している[3]が、今回は(0001)

薄膜、さらに (11
_

02)薄膜の表面緩和構造を解析した結果を報告する。 

 

[実験・結果] (0001)表面に対する垂直方向への原子層の配列は、最表面から

順に、Ga-O-Ga-…であると以前報告した[3]。また、(11
_

02)表面は O-Ga-O-Ga-

O-…であることが分かった。α-Al2O3の表面緩和構造に関する報告[4][5]を参考

にして、2種類の表面それぞれに対して図 3に示す緩和モデルを作製した。

緩和モデルではバルクモデルに比べて最表面原子層と第 2 原子層との距離

を、(0001)表面は 80%、(11
_

02)表面は 91%短くした。入射角 10度における Ga

散乱強度の方位角依存性の測定結果とこれら緩和モデルに対するシミュレ

ーション結果を図 1、図 2 に示す。シミュレーション結果は測定結果と良い

一致を示しており、緩和モデルの妥当性を示している。 
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図 3  (a) (0001)表面の緩和モデル    (b) (11
_

02)表面の緩和モデル 
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図 1 (0001)表面の Ga散乱強度の 

方位角依存性(入射角 10度) 

(a) 測定結果 

   (b) シミュレーション結果 
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図 2 (11
_

02)表面の Ga散乱強度の 

方位角依存性(入射角 10度) 

    (a) 測定結果 

   (b) シミュレーション結果 
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